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太赫茲發射器技術簡介

太赫茲技術於畫作藝術品之應用

「一窺mmWave / THz測試新境界 - 無縫接軌5G測試」
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運籌帷幄‧開創台灣太赫茲/毫米波新契機

活動預告

C
o
n
t
e
n
t
s 2

7

11

14

13

About Technology    

Activities

簡介

近兩百年，科學家著手研究電磁波譜上不同的波段，這使得人類在通訊、醫

療、照明、粒子結構、宇宙探測等許多領域有長足的進展與提升。隨著文明進

步，人類幾乎可以掌控各頻段的電磁波，發展出相對應的科技。然而在擁有豐沛

應用價值的電磁波譜上，太赫茲波段的整體研究成果與已應用成果相較其他波段

遠遠不及。其原因在於高效能、高可靠度太赫茲元件難以實現，以至於目前社會

大眾依舊無法享用太赫茲波段可帶來的便利以及其獨特的功能。感謝這半世紀半

導體、光學以及微波科技的高速進展，太赫茲間隙得以逐漸被縮小。近十年來，

可實現太赫茲科技的相關工具漸漸趨於實用，這使得太赫茲領域開始成為科學上

重要的研究課題之一。 太赫茲系統可針對密閉毒性化學藥劑、有毒氣體、爆烈物

及生化機構提供相當完整的識別，對於醫療透視影像及軍事探測上更有極大的影

響[1-3]。這是因為大多數的化學藥劑在太赫茲頻譜上有特定的熱發射強度、轉動

及旋轉發射頻率[4, 5]。除了在安全及軍事用途外，太赫茲系統在工業環境偵測、

地理空間研究、生物檢體分析、藥劑投遞反應、高速無線資訊傳輸、宇宙探測及

工業品質控制也提供了相當可靠的平台。然而目前太赫茲系統大多使用於實驗

室，原因在於其最重要的部份: 太赫茲發射器，普遍存有低太赫茲輸出功率、極

低轉換效率、以及高成本且結構複雜等問題。這些不良因素使得高效能太赫茲系

統難以普及量化實現。

太赫茲發射器實現方法

從圖1可以了解現今同調太赫茲源在輸出功率以及可調頻率上的表現 [6]。至

今，分子氣體雷射 [7]、p型鍺雷射 [8] 和自由電子雷射 [9] 等同調太赫茲源已可
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圖1  太赫茲發射器於輸出功率與可調頻率關係圖 



提供太赫茲系統足夠的輻射輸出功率。然而這些太赫茲源所茲不菲並且佔據極大空間，這

使得它們較難以適用於未來可攜式太赫茲系統。此外，電子束器件像是返波振盪器 [10] 以

及行波管再生放大器 [11] 可在次微米波段提供不錯的功率強度。可惜因為其物理極限，電

子束器件難以調動輻射頻率而且其在太赫茲波段的功率轉換效率遠低於在次微米波段的表

現。

固態太赫茲源有相當大的潛力可以成為可攜式太赫茲系統的核心元件。在太赫茲頻段

的低頻區，眾多固態太赫茲源例如倍頻器 [12]、衝渡二極體、耿氏二極體以及諧振穿隧二

極體 [13, 14] 和主動式單石微波積體電路等可提供最佳的整體表現。然而由於其元件寄生

電容以及高載子傳渡時間所帶來的負面影響，固態太赫茲源在頻率可調度以及功率效益上

有極大的限制。以蕭特基倍頻器為例，其可在太赫茲頻段輸出不錯的功率 (在1THz操作頻

率下，產生超過0.1毫瓦功率)、極窄的頻譜線寬，更能夠將頻率調移至將近 3 THz [15]。不

過當倍頻的次數增加，其功率效益以及相位雜訊將會有數個數量級的降解。諧振穿隧二極

體已成功地展示在超過 1 THz的極優太赫茲輸出功率，可是相對的，其犧牲頻率可調範圍

與跟隨著相對不佳的相位雜訊[16]。在太赫茲頻段的高頻區(3 – 10 THz)，以光子來產生太

赫茲輻射是目前最可行且成熟的技術之一。太赫茲量子級聯雷射可以在連續波操作下產生

將近 200 mW 高功率太赫茲輻射 [17, 18]。然而，鮮少太赫茲量子級聯雷射可操作在非極

低溫環境，而且操作頻率難以低於 2 THz。此外，若要將線寬限縮在 1 MHz以下，必須要

另行整合非常複雜的鎖相環系統，這也同時大幅犧牲了其頻率可調範圍。近年來，內腔式

差頻太赫茲量子級聯雷射已展示出在室溫下操作的可能性。若要用於可攜式太赫茲系統，

其頻率可調範圍和功率轉換效益尚須大幅提升 [19]。

基於非線性光學方法，將光頻段降轉至太赫茲頻段可在室溫下產生可用強度的太赫茲

輻射。相較於太赫茲量子級聯雷射以及固態太赫茲源，這類的太赫茲源雖然只可提供相對

低的太赫茲輻射功率，但其可在室溫環境提供極寬的可調頻率範圍，並且有潛力與現今積

體電路整合成太赫茲微縮器件。然而，在非線性塊材材料中，光降頻轉換功率效益在本質

上被有效場交互反應長度所限制。這項限制的原因在於：光波與太赫茲波在非線性塊材材

料當中傳遞時，難以在長距離保持相位以及速度匹配 [20]。透過使用非線性導波介質 [21-

23]、准相位匹配週期性極化反轉介質 [24, 25]或者利用波前傾斜泵波 [26] 可達到更佳的相

位匹配控制，進而延展有效場交互反應長度。根據選用非線性材料的吸收特性，與生成太

赫茲波呈正相關的有效反應長度至多可至公分級別。若透過非線性光學方法產生高功率太

赫茲輸出，基於有效反應長度限制，選用的光激發源必須能夠提供極高的峰值功率。這樣

的光源不僅龐大且昂貴，使得可攜式太赫茲系統難以達成。

光導式太赫茲天線

光導式太赫茲天線方法是另一種將光轉至太赫茲頻段的技術。至今，其已被應用在許

多領域上，包括：生物領域、化學領域物質分析、生醫顯像系統、安全系統、天文感測、

監控系統以及藥物的成分分析。光導式太赫茲天線由一個高速光電導體、一個太赫茲天線

以及一個超快雷射光源(脈衝波模式)或兩個發射頻率稍異的雷射(混頻模式)所構成

（如圖2所示）。當光源進入高速光電導體區，光電導體會將入射光吸收轉化爲

光耦合載子。透過施加偏壓於太赫茲天線，所採集之光電子會被電場驅使移動，

所採集之光耦合電流將成為天線的電流源，進而驅動太赫茲天線，產生太赫茲輻

射波。依脈衝波模式操作，太赫茲天線可產生數太赫茲頻寬的寬頻太赫茲輻射。

若以混頻模式操作，經由調控兩個雷射源的頻率差值，光導式太赫茲天線可產生

出以差頻頻率為中心頻率的太赫茲輻射。

1993年E. R. Brown團隊使用低溫成長砷化鎵作為光導式太赫茲天線的高速

光電導體材料，在實驗與理論上成功的展示此型太赫茲源在0.01–1 THz範圍的元

件操作特性 [27]。至今，世界各地的研究團隊皆致力於改善此型太赫茲發射器的

光至太赫茲轉換功率效益，各自在半導體材料、元件幾何結構、載子傳輸動態特

性、半導體物理特性、天線輻射機制、光與物質交互作用等基本元件物理機制著

手。其中E. Peytavit團隊設計出Fabry–Pérot腔體光電導體[28]、Hiroshi Ito團隊

整合單載子傳輸光偵測器 [29]、Vitaly Rymanov團隊研發出三級傳輸區域光偵測

器 [30]，C. Berry團隊整合電漿子電極於光導式太赫茲天線上[31]，持續讓此型

太赫茲源的操作頻率範圍和輻射功率向上提升。由於近年來固態電子以及雷射技

術有不斷的重大突破，這讓光導式太赫茲天線技術得以成為產生高太赫茲功率、

高穩定度、可室溫操作太赫茲發射器的熱門候選之一。
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圖2  光導式太赫茲天線



電漿子光導式太赫茲天線

自1944年H. A. Bethe發表入射波與次波長孔洞的繞射關係以來 [32]，許多科學家認為

電磁波幾乎無法通過比其波長要小的孔洞孔徑，這是通稱的繞射極限。不過這半世紀研究

團隊群發現，利用次波長尺度金屬週期性排列結構，入射電磁波可與金屬週期性排列結構

的表面電子交互作用而生成表面電漿子。利用表面電漿子，可幫助電磁波集中至遠小於次

波長尺度，進而引導電磁波通過次波長孔洞[33-37]。至今，由次波長尺度金屬週期性結

構構成的電漿子奈米結構已廣泛應用於許多領域像是超高解析度頻譜分析與顯微技術[38-

42]、奈米微影技術[43, 44]、高容量資料儲存[45]、非線性現象增益[46]、雷射功率增益

[47-50]以及高效率光偵測器[51, 52]等領域。

C. Berry團隊將二維電漿子奈米結構整合至光導式太赫茲天線上 [31]。相較於傳統光

導式太赫茲天線，此電漿子型太赫茲天線可平均分散入射光至有效工作區域上，並且集中

更多的光耦合載子於電極旁側。在相同操作情況下，其輻射功率可達到傳統型的十倍(圖

3a)。P. Y. Chen團隊設計出以石墨烯為基底的電漿子光導式太赫茲天線理論模型[53]。此型

太赫茲源可連續操作在1-10 THz頻率範圍，並且穩定提供超過1W太赫茲輻射功率。相較

於以石墨烯為基底的傳統光導式太赫茲天線，可達兩個數量級以上的光至太赫茲轉換功率

效益(圖3b)。T. Harter團隊於2016年發表全世界第一個以矽基底電漿子光導式太赫茲天線 

[54]，元件效能如圖3c所示。圖3d顯示目前光導式太赫茲天線於不同頻譜下之太赫茲輻射

功率表現。

透過整合電漿子奈米結構，可大幅增加光導式太赫茲天線功率轉換效益及輻射功率。

若再加以整合高度成熟的半導體科技、奈米製程技術、雷射科技，可望將高效能光導式太

赫茲天線於晶片尺度下實現，更可成為下一代可攜式太赫茲系統的核心，以推進

太赫茲系統於化學物質偵測、藥物投遞偵測、環境偵測、遠端透視偵測、超高速

無線網路傳輸、高解析度三維生醫影像、生物檢體分析、宇宙探測等領域的應用

價值。
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  (a)                                        (b)                                         (c)                                         (d)

圖3  (a) 摻鉺銦砷化鎵電漿子光導式太赫茲天線與傳統摻鉺銦砷化鎵光導式太赫茲天線之比較 [31]。(b) 石墨

烯電漿子光導式太赫茲天線 [53]。(c) 矽電漿子光導式太赫茲天線 [54]。(d) 光導式太赫茲天線於不同頻譜下

之太赫茲輻射功率表現



始訊號，可以了解各畫作內部的樣貌。早期的研究在於驗證太赫茲技術在畫作檢驗的可行

性，如圖3(a)。利用線掃瞄的方式，透過偵測樣品不同時間反射回來的脈衝太赫茲訊號，

以時間與相對位置為兩軸，利用顏色表示訊號強度，將結果以影像方式呈現，可以看出待

測物中結構分層的情況。隨後便有研究利用此技術應用於探測畫作中塗層的貼合度缺陷，

如圖3(b)，可以從影像看出夾層中有明顯的空隙存在。亦或是做為探測畫作背後損壞情況

的工具，提供藝術品修復人員資訊 [3]。此外有趣的是，有研究利用太赫茲技術掃瞄西班牙

畫家Goya的畫作，意外地發現在作品內部有Goya的簽名，但是在畫作外觀上並無法得知

此訊息，如圖3(c)。如果進一步地分析畫作中反射回來的太赫茲時域訊號，將不同時間的

訊號分段並與已知多層訊息的結構比對，則可以重現該畫作中類似剖面的多層結構圖，如

圖4。而該研究中也將面掃描的原始資料，擷取同一個時間區段的太赫茲反射訊號以影像方

式呈現，則可以看出畫作中每一層的影像，利用反射訊號的時間差區段來透視畫作中的內

部結構。

(2)	太赫茲波用於畫作之訊號處理分析

基於上述利用脈衝太赫茲時域訊號重建影像的應用，有部份研究開始利用訊號處理的

方式，針對所記錄的反射太赫茲時域訊號去除雜訊，尋找特徵峰值。目的就是為了更容易

地辨別出多層結構的每一個交接面，也利用二元化數值影像的方式，讓讀者更容易看清楚

內部每一層的分布狀況。如圖5(a)所示，原始訊號在經過反摺積以及濾波後，可以看出隱

藏在原始訊號內部的塗層介面訊號。而經過訊號處理後的資訊，再尋找峰值的位置並且利

用1或0的方式呈現，將可以清楚的看到內部的分層結構，如圖5(b)。另外，也有其他研

究團隊使用不同的訊號處理方式，如圖5(c)。目的一樣是為了更輕易地從太赫茲時域訊號

中標記出內部多層結構的每一個介面，換句話說也就是找尋內部結構是否存在缺陷。另一
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太赫茲(Tera-Hertz; THz)波其廣義的頻率範圍位於1011 Hz~1013 Hz (100 

GHz~10 THz)之間。由於太赫茲波對於一般塑料、橡膠、纖維、塗料或黏合劑這

類的高分子材料具有高穿透率，因此相當適合應用於畫作藝術品的鑑定或研究上。

而透過太赫茲時域譜的訊號分析以及影像重建，將可以透視畫作內的每一層結構，

達到無損檢測的境界。利用太赫茲技術分析畫作藝術品，其具有的優勢是使用X

光、紫外光和紅外線技術所無法達到的。

利用太赫茲技術於畫作應用所發表的國際期刊論文並不多，如圖2所示。最

早從2005年開始有第一篇利用太赫茲技術可以鑑定畫作塗料的厚度，並與其他

技術比較，尤其對比於同樣為非接觸式的檢測法：光學同調斷層掃瞄(Optical 

coherence tomography; OCT)，其受畫作染料的限制更小。從2013年後，這類

發表的論文漸漸變多，可見引起了許多研究學者想利用太赫茲技術對歷史知名的畫

作一窺究竟，探討知名畫作背後的玄機。而在這些論文中，在此將其研究類型分成

兩部份：(1) 畫作內部結構分析；(2) 太赫茲波用於畫作之訊號處理分析。

(1)	畫作內部結構分析

太赫茲技術應用於分析畫作內部結構主要仰賴脈衝式太赫茲訊號(THz pulse 

wave)的特性。透過發送脈衝訊號到待測物，藉由接收每一層結構之間反射的原

筑波醫電研究專員 羅士杰博士太
赫
茲
技
術
於
畫
作
藝
術
品
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圖1  知名畫作在各種光譜檢測技術下所呈現的結果。 (a - c) 畫作After fishing，在
可見光、X光以及太赫茲波訊號下的影像 [1]； (d – f) 畫作Madonna in Preghiera，
在可見光、紫外光及紅外光下的影像 [2]

圖2  歷年來太赫茲技術用於畫作藝術品所發表之國際期刊論文



方面，從太赫茲影像上可以看出，表面平整性也是影響後續訊號分析以及重建影像的真實

性，如圖3(b)以及圖4(a)，因此也有研究針對表面不平整的待測物提出解決的方式[7]。

由以上研究資料顯示，太赫茲技術得以應用於畫作內部結構的分析，仰賴著 (1)太赫茲

波本身的特性，得以穿透許多畫作藝術品所用的材料，並且收到其反射回來的太赫茲波訊

號；(2)短脈衝太赫茲訊號(皮秒等級)具有高時間解析度，因此有助於畫作內部的微距分層

結構分析；(3)同調式(Coherent)的太赫茲波偵測技術，讓微弱的反射太赫茲訊號仍然可被

偵測到並做後續的訊號處理。而太赫茲技術應用於分析多層結構的領域，除了在畫作藝術

品之外，目前英商TeraView已經開發專屬於汽車烤漆檢驗的設備，提供一種新型非接觸式

可以量測烤漆厚度的工具[8]。太赫茲技術在全球已如火如荼的發展中，而在台灣產業界才

剛起步而已，相信隨著太赫茲技術的研究精進，未來大家都將能享受到太赫茲技術所帶來

的好處以及便利性。
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圖 3   利 用 脈 衝 太 赫 茲 波 透 視 畫 作 內 部 結 構 。   ( a )  重 組 反 射 的 太 赫 茲 訊 號 可
以 看 出 分 層 影 像 [ 4 ] ；  ( b )  利 用 太 赫 茲 技 術 檢 測 塗 層 黏 合 情 況 [ 3 ] ；  ( c )  利 用
太 赫 茲 脈 衝 訊 號 轉 換 成 特 定 頻 率 呈 現 影 像 ， 可 以 看 出 畫 家 G o y a 在 畫 布 上
的 簽 名 。 簽 名 可 以 在 使 用 最 大 峰 值 強 度 以 及 0 . 8 T H z 頻 率 的 影 像 呈 現 看 出 [ 5 ]

圖 4   利 用 分 析 脈 衝 太 赫 茲 時 域 訊 號 ， 透 視 並 重 建 畫 作 內 部 多 層 結 構 。   ( a )  單
一 脈 衝 時 域 訊 號 ( 白 色 線 ) 與 線 掃 描 後 重 建 影 像 ( 色 階 圖 ) 的 對 比 ， 表 格 為 每
一 層 結 構 的 敘 述 。 該 脈 衝 訊 號 來 自 於 ( c ) 圖 的 ( 2 0 0 , 2 0 0 ) 位 置 ；   ( b )  單 一 脈
衝 時 域 訊 號 分 段 ， 該 訊 號 來 自 於 ( c ) 圖 的 ( 2 0 0 , 4 5 0 ) 位 置 ；   ( c )  面 掃 描 的 脈
衝 訊 號 依 照 不 同 時 間 區 段 以 影 像 方 式 呈 現 ， 可 以 重 建 出 內 部 結 構 的 影 像 [ 6 ]

圖 5    ( a )  原 始 太 赫 茲 時 域 訊 號 經 過 訊 號 處 理 後 可 以 發 現 原 本 訊 號 中 所 看 不 見
的 特 徵 峰 值 [ 1 ] ； ( b )  原 始 訊 號 經 過 訊 號 處 理 後 並 二 元 化 用 影 像 方 式 呈 現 內 部
多 層 結 構 [ 1 ] ； ( c )  太 赫 茲 時 域 訊 號 利 用 其 他 訊 號 處 理 方 式 ( F W D D 及 S p a r s e )
所 得 的 結 果 比 較 ， 可 看 出 S p a r s e 方 法 可 以 正 確 的 找 出 介 面 所 在 位 置 [ 2 ]
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ATIDA秘書長 湯凱元

一窺mmWave /
 THz測試新境界 
無縫接軌5G測試

市面上在過往十幾年常用的數位通訊技術，例如

蜂巢式手機、WiFi、Bluetooth，是使用由1 GHz ~ 

6 GHz之間的微波頻段，然而隨著這些通訊裝置愈來

愈普及，使得頻段空間更顯擁擠，工程師想盡辦法

避開這個頻段，另外現階段資料傳輸速度也無法跟

上未來要求更高速的無線資料傳輸應用，例如高解

析度數位電視、虛擬實境VR等。我們知道在通訊系

統應用領域中，如果載波的頻率愈高，其可以承載

的資料量就愈大，所以往更高頻段邁進是通訊系統

的發展趨勢。

一般定義太赫茲訊號的頻率範圍是在0.1 THz

至10 THz，其中波長在毫米波(mmWave)區段的

0.1 THz (100 GHz)訊號，被工程師看上是最適合

提升做為載波的頻段，3GPP聯盟所規範的第五階

段(5G)行動裝置，或WiFi聯盟所規範的下一代所謂

WiGig(802.11ad)，甚至隨著無人車技術發達所採

用的車用雷達裝置，都是使用0.1 THz左右的頻段，

這使得過往研究太赫茲的技術人員找到一個應用領

域的新藍海。

Virginia Diodes,  Inc.  (VDI)是全球領先的

mmWave與Terahertz元件開發專家，早從1996

年起，以獨有的Schottky Diodes技術，輕易將RF

工程師所用的微波訊號轉換至50 GHz ~ 3THz等

mmWave/ THz頻段，或者將高頻訊號降頻下來，

過程中甚至可以執行調變或解調變，所有難掌握的

高頻訊號可由波導管(waveguide)或喇叭天線(horn 

antenna) 來傳輸。如果將這些元件搭配RF工程師常

用的頻譜分析儀、訊號產生器，以及網路分析儀，

瞬間就可將這些傳統儀器拿來使用在mmWave/ 

THz量測。

這個幾近天方夜譚的技術，多年前已由我們

ATIDA廠商會員筑波科技代理進來，為因應近來5G

技術的研發熱潮，於日前3/1主辦、ATIDA協辦之研

花絮

筑波科技許深福董事長分享通訊領域新趨勢

VDI CFO Dr. Stephen介紹該公司技術發展沿革

討會實體展示，並邀請VDI原廠Dr. Stephen 與 Cliff 

Director分享相關案例與測試技術，同時也邀請奕葉

國際唐葆魁總經理分享mmWave頻段之探針平台。

研討會一開始是由筑波科技許深福董事長分享

近來毫米波與太赫茲波在通訊領域的新趨勢，隨著

5G技術的逐漸成熟，很明顯28、39 GHz頻段是所

謂5G NR (New Radio)的熱門頻段，但將來也可能

採用70、80 GHz，甚至100 GHz以上，跨入太赫茲

領域，為滿足這麼高頻段使用，材料的選擇也變得

很重要，例如量測材料在高頻下的介電係數是否符

合系統設計，這已不是傳統工程師以常用的網路分

析儀搭配昂貴治具可測得，但是用太赫茲領域普遍

的時域分析儀(Time-Domain Spectroscopy; THz-

TDS)就可輕易完成。

VDI CFO Dr. Stephen特別介紹該公司的技術發

展沿革，以其卓越的mmWave/ THz技術，協助客

戶在航太、通訊、材料等有非常多成功案例，面對

5G技術的研發熱潮，採用其各式倍頻器、混頻器，

可沿用現有的高頻設備，輕易擴充到 mmWave 頻

段而節省鉅額成本。

在會場中，VDI Marketing Director Cliff 直接

展示二種mmWave應用情境：

一、直接將10 GHz 連續波訊號倍頻到360 

GHz，並證明可以直接以該公司power meter PM5

讀取功率數值，另外也可以簡單使用Zero Bias 

Detector (ZBD)元件，將mmWave能量轉成直流電

壓，直接使用示波器量，搭配VDI提供的數據轉換

表，就可以得到與PM5一樣的數值。

二、模擬5G NR通訊應用，5G通訊很在意高頻

載波是否可承載寬頻訊號，所以其特別展示將12.5 

GHz連續波訊號倍頻到150 GHz，同時以任意波形

產生器(AWG)產生寬達50 MHz之梳行訊號，以二部

頻譜分析儀觀察調變前後的頻譜，結果是一致的。

研討會最後是邀請奕葉國際唐葆魁總經理，介紹

由該公司自行研發的mmWave頻段之探針平台，在

mmWave頻段量測時，頂針與待測物因不同接觸面

積、壓力，造成阻抗改變而測試失真，奕葉已克服

這些問題，會場當中，也一一回覆學員提出實際應

用時所遭遇的各項問題。

這次研討會報名人數因超出預期，所以主辦單位

特別安排上下午二場，透過現場實際功能展示，證

明mmWave / THz測試不再是困難重重，隨著5G技

術在市場上迅速成長，我們一方面可以精進太赫茲

的技術，同時找到殺手級的應用領域，讓產業與研

究人員共創雙贏。

mmWave應用情境1.

mmWave應用情境2.

VDI Marketing Director Cliff詳細說明實驗架構



全國太赫茲科學技術學術年會
活動日期 : 2018, 7/13~15
活動地點 : 中國成都
主辦單位 : 中國電子學會太赫茲分會、太赫茲科學協同創新中心
活動網址 : http://www.thznetwork.org.cn/shownews.asp?id=988
聯絡窗口 : 张雅鑫：zhangyaxin@uestc.edu.cn
                   钟任斌：rbzhong@uestc.edu.cn

全國太赫茲科學技術學術年會於今年邁入第四屆，理事長親自帶隊參與且將於年會
上做特別報告，歡迎會員一同前往。中國太赫茲的應用與研究在時程上已大幅領
先，相信有許多地方值得借鏡與參考，期待與中國在太赫茲方向的接軌與合作。

IRMMW – THz 2018
活動日期 : 2018, 9/9~14
活動地點 : 日本名古屋
主辦單位 : IEEE, MTT-S, TeraTech, JSPS…
活動網址 : http://www.irmmw-thz2018.org/

全球性的IRMMW研討會可以說是太赫茲的一大盛會，今年是第四十四個年頭，三
年一度回到亞洲，已有許多會員將會前往一同參加，機會難得，歡迎共襄盛舉。

ATIDA太赫茲論壇
「運籌帷幄‧開創台灣太赫茲/毫米波新契機」
活動日期 : 2018, 7/27
活動地點 : 新竹生醫園區筑波醫電大樓
主辦單位 : 亞洲太赫茲產業發展協會(ATIDA)
聯絡窗口 : 03-5525633 ext.513  洪小姐 ATIDA@acebiotek.com

亞洲太赫茲產業發展協會於去年十一月舉辦第一次「太赫茲發展現況與應用趨勢論
壇」迴響熱烈，今年，在協會理事長從中國的全國太赫茲科學技術學術年會回國後
兩週舉辦「運籌帷幄‧開創台灣太赫茲/毫米波新契機」，將帶回中國在太赫茲技術
發展的最新消息，敬請期待，報名從速。

活動預告

13  14

太赫茲與毫米波是近年來逐漸受到重視的科技，在通訊、半導體、醫藥、材料都有突破應用，尤

其是近來熱門的5G話題，全世界學研與產業均積極研發，然而跨入門檻非常高，各國政府已積極投入

開發，為迎上技術精進潮流，台灣更應善用國際資源以加速競爭力。

ATIDA協會特別邀集國內外專家，分享最新太赫茲與毫米波資訊，其中饒理事長受邀參加七月中旬

在成都舉行的太赫兹科學技術年會並發表演說，將帶回第一手大陸最新訊息。近來大陸科技發展進步

飛快，全力往「中國製造2025」目標邁進，其中太赫茲技術扮演重要關鍵角色，因此了解其技術現況

對我們極為重要，另外我們邀請資深產學菁英專家與精密設備商蒞臨分享，期待透過與會專家學者激

盪，共同精進台灣太赫茲技術發展實力，歡迎產業、學界先進，一同報名參加。

活動日期 : 2018/7/27 PM13:00 – 17:40

活動地點 :新竹生醫園區筑波醫電大樓(竹北市生醫二路66號 )

主辦單位 : 亞洲太赫茲產業發展協會；協辦單位 :筑波科技醫電分公司

費用說明 : 原價NT$1000元，會員優惠價NT$300元

聯絡窗口 : 洪小姐   連絡電話: 03-5525633 分機 513    

電子郵件 : ATIDA@acebiotek.com

入會資訊 : https://goo.gl/qG9TPL

運籌帷幄‧
開創台灣太赫茲/毫米波新契機

Time Topic Speaker

13:00-13:30 Welcome 現場報到

13:30-13:40 Opening 歡迎致詞 許深福發起人/ATIDA

13:40-14:10 太赫茲大陸發展現況與發展趨勢 饒達仁理事長/ATIDA

14:10-14:50 兆赫波元件製作與其應用 謝卓帆主任/工研院量測中心

14:50-15:30 CMOS Devices and Circuits for THz Applications 李俊興教授/中央大學電機系

15:30-15:50 Tea Break / Demo 應用展示

15:50-16:30 Recent Advances in Terahertz Spectroscopy 
And Imaging Dr. Philip Taday/ TeraView

16:30-17:00 mmWave probe station在量測之重要性與注意事項 詹宏安經理/奕葉國際

17:00-17:30 Forum 論壇 Panelists

17:30-17:40 Closing 圓滿閉幕 饒達仁理事長/ATIDA




